


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	[bookmark: OLE_LINK1]智能电子设备 微处理器多脉冲雷击测试方法
	申请/建议项目名称(英文)
	Intelligent Electronic Device  Multi-pulse Lightning Strokes test method for Microprocessors

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	安徽信息工程学院

	目的、意义或必要性
	智能电子设备(Intelligent Electronic Device,简称 IED)是以微处理器（Microprocessors）为核心构建的电力系统专用装置，具备数据采集、处理及通信功能。IED在指定逻辑节点范围内可通过接口与外部设备交换数据，常见于电子多功能仪表、微机继电保护、电气测控单元、智能电能表等场景。搭载微处理器的智能电子设备，其核心敏感点不同于纯模拟电路：微处理器依靠严格的时钟时序、电源轨稳定性、内部寄存器状态、PLL锁相、总线时序和 Flash存储逻辑工作，属于时序敏感型器件。智能电子设备微处理器多脉冲雷击测试方法，是面向以微处理器为核心的时序敏感型智能电子设备，专门用于评估其真实雷电环境下运行可靠性的新型抗扰度测试方法。
当前国内外现行主流电磁兼容浪涌标准仅采用单脉冲测试，无法模拟自然雷电多回击带来的热累积与时序扰动效应，难以有效暴露微处理器程序跑飞、总线锁死等隐性软失效，全球尚无统一的多脉冲雷击测试规范，各主体试验方案碎片化、结果不可互认，大量单脉冲过检产品现场雷击偶发故障频发。
制定《智能电子设备 微处理器多脉冲雷击测试方法》标准，可填补智能电子设备多脉冲雷击测试方法的标准空白，补齐现有EMC验证体系的测试边界短板，统一全球雷电可靠性验证口径，符合我国电力安全生产与气象灾害防御的相关政策导向，对支撑相关产业安全规范发展具有重要现实意义。
经查询，目前国内外尚未发现智能电子设备多脉冲雷击测试方法的相关标准。
本文件拟规定智能电子设备内置微处理器的多脉冲雷击浪涌试验术试验设备、试验布置、试验程序、失效判据及试验报告等要求。
本文件将适用于带微处理器的智能电子设备（工控终端、电力采集终端、IoT终端、智能仪表、通信采集装置等）整端口多脉冲雷击测试。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	






	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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